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采用界面调控成功制备低位错半绝缘GaN材料。 1月19日，记者从广东省科学院半导体研究所获
悉，该所研究团队采用界面工程调控实现蓝宝石衬底上低位错半绝缘氮化镓（GaN）材料制备。
相关研究发表于《合金与化合物杂志》（Journal of Alloys and Compounds）。广东省科学院半导
体研究所高级工程师张康为该论文第一作者，陈志涛博士和何晨光博士为共同通讯作者。

GaN材料作为第三代半导体材料的典型代表，因其具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率高、电
子饱和速率高、抗辐射能力强以及耐化学腐蚀等优点，在下一代电子和光电器件领域具有极强的
竞争优势和应用前景。目前，在高频高功率电子器件和高灵敏度光电探测器方面已有广泛应用，
然而高性能器件功能的实现需要GaN材料兼具低位错密度和半绝缘特征，但在GaN的生长过程中
，蓝宝石衬底中大量氧元素向上扩散现象的存在，导致传统GaN/蓝宝石模板呈现典型的n型导电
特性。

为解决这一问题，传统技术路线为采用金属（Cr、Mg、Fe）或C元素掺杂对n型载流子进行补偿
，但掺杂方法会带来金属偏析、记忆效应及电流崩塌等负面影响，阻碍器件性能的提升。研究人
员针对因基板氧元素扩散导致GaN/蓝宝石模板呈现n型导电特性的问题开展深入研究，通过单步
磁控溅射工艺引入超薄（10 nm）AlN缓冲层对外延界面调控实现了新突破，制备了位错密度低
至2.7×108cm-2且方块电阻高达2.43×1011Ω/□的高质量GaN外延层模板，相比于传统技术路线
，该界面调控方法显著了提高材料利用率，简化外延工艺，大幅度降低成本。

该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划项目、广东省科学院建设国内一
流研究机构行动专项资金项目的支持。（来源：中国科学报朱汉斌）

相关论文信息：https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163609
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